Een. SLUZBOVWY

POLSKA OPIS PATENTOWY| 70259

hecl ST | PATENTU TYMCZASOWEGO

Patent tymczasowy dodatkowy Kl. 21¢, 50
1 do patentu
V% S :
% ) Zgtoszono: 30.03.1971 (P. 147215)
w{s‘b s
Pierwszeristwo: MKP' HO02j 7/10
URZAD SIGLIOTEKA
P AT [ " I n w Y Zgloszenie ogtoszono:  20.04.1973
P R l. Uesqid) Poterviewege |
. MMM Bmieg e |

Opis patentowy opublikowano: 29.04.1974

Twoércy wynalazku: Bohdan Bukowiecki, Krzysztof Druzgalski

Uprawniony z patentu tymczasowego: Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzgtu
Medycznego, Warszawa (Polska)

Uktad pradowego tadowania akumulatoréw

Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy uklad pradowego tadowania akumulatoréw, znajdujgcy
gléwnie zastosowanie w buforowych akumulatorowo-sieciowych uktadach zasilajacych. Znane i stosowane
dotychczas uktady tadowania akumulatoréw w zasilaczach buforowych s3 przewaznie uktadami tadowania na-
pigciowego. Wada tych uktadéw jest wystepujace dotadowywanie akumulatora zbyt duzym pradem, co powo-
duje zmniejszenie jego pojemnosci elektrycznej i ograniczenie zywotnosci. Niektére z wystepujacych uktadéw
tadowania pradowego, jedli nawet zabezpieczaja przed przeciazeniem w okresie dotadowywania akumulatora, to
jednak nie zapewniaja utrzymania akumulatora w stanie petnego natadowania, niezaleznie od zmieniajacego si¢
poboru pradu podczas obcigzenia. :

~ Wynalazek ma na celu wyeliminowanie tych niedogodnosci i stworzenie uktadu utrzymujacego akumulator
w stanie petnego natadowania niezaleznie od zmieniajacego si¢ obciazenia oraz zapewniajacego pradowe dotado-
wywanie akumulatora w minimalnie krétkim czasie z jednoczesnym zabezpieczeniem przed przeciazeniem.

Cel ten zostal osiagni¢ty przez konstrukcje ukiadu wedtug wynalazku, w ktérym kolektor tranzystora
tadujacego potaczony jest poprzez diod¢ z ujemnym biegunem akumulatora i z bazg tranzystora poréwnujacego
napigcie akumulatora z napigciem odniesienia, przy czym emiter tego tranzystora jest potaczony z emiterem
tranzystora sterujacego wielkoscia pradu tadowania, akolektor tranzystora sterujacego polaczonego przez
potencjometr z ujemnym Zrédtem zasilania potaczony jest réwniez poprzez wtérnik emiterowy z bazg tranzysto-
ra tadujacego.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku przedstawiajacym schemat
ideowy uktadu. Akumulator 1 jest tadowany przez diode 2 pradem kolektorowym tranzystora 3, ktéry dzieki
wlaczeniu w obwdd jego emitera rezystora 4 stanowi regulowane Zrédto pradowe. Tranzystor 5 polgczony
z rezystorem 7 poréwnuje na rezystorze 6 napigcie akumulatora 1 z napi¢ciem odniesienia pobieranym z po-
tencjometru 8. Réznica tych napigé steruje tranzystorem 9, w ktérego kolektorze znajduje si¢ regulowany
rezystor 10 iod wartoéci ktérego zalezy wielko$¢ spadku napigcia na kolektorze tego tranzystora. Napigcie
kolektora tranzystora 9 steruje poprzez wt6rnik na tranzystorze 11, ktéry jest potaczony z rezystorem 12 baze
tranzystora 3, decydujac o wartosci pradu fadujgcego akumulator 1. Potencjometr 8 umozliwia ustalenie momen-
tu wytaczenia tadowania w zaleznosci od zgdanego napig cia na akumulatorze 1, a rezystor 10 stuzy do ustalenia
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maksymalnej wartosci prq'du tadowania. Dioda 2 zapewnia od}gczenie akumulatora od uktadu w okresie braku
napigcia zasilajacego.

Uktad pradowego tadowania akumulatoréw zapewnia wtasciwa eksploatacj¢ akumulatora, szczegdlnie
w uktadach buforowych poprzez zabezpieczenie jego przed przecigzeniami w okresach dotadowywania a z dru-
giej strony, poprzez utrzymywanie akumulatora w stanie petnego natadowania niezaleznie od zmian obciazenia,
zapewnia w okresie braku napigcia zasilajacego maksymalnie dtugi czas pracy zasilanych urzadzen. Uktad za-
pewnia réwniez wlasciwg eksploatacj¢ i optymalne wykorzystanie akumulatora niezaleznie od jego napigcia
(znamionowego) i pojemnosci elektryczne;j.

Zastrzezenia patentowe

1. Uktad pradowego tadowania akumulatora tranzystorowy, znamienny tym, ze kolektor tranzystora (3)
jest potaczony poprzez diod¢ (2) z biegunem akumulatora (1) i jednoczesnie jest potaczony z baza tranzystora
(5), przy czym emiter tranzystora (5) jest potaczony z emiterem tranzystora (9) i przez rezystor (6) z jednym
z biegunéw Zrédta zasilania, a kolektor tranzystora (9) potaczony przez rezystor (10) do drugiego bieguna
Zr6dta zasilania, posiada polaczenie z baza tranzystora (3) przez wtdrnik emiterowy na tranzystorze (11).

2. Uktad pradowego tadowania akumulatora wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze emiter tranzystora (3)
polaczony jest z jednym biegunem Zrédtia zasilania przez rezystor (4), a biegun akumulatora (1) potaczony jest
z drugim biegunem Zrdédta zasilania, natomiast baza tranzystora (9) potaczona jest ze Zrédiem zasilania przez
rezystor (8).
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